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(57) Rezumat:

Inventia se refera la un detector de infrarosu cu viteza
de raspuns crescuta, care poate fi folosit pentru ima-
gistica in infrarosu apropiat de inalta rezolutie tempo-
rald, sau pentru detectia surselor de infrarosu apropiat
cu viteze mari de variatie a intensitatii. Detectorul con-
form inventiei este compus dintr-o succesiune de stra-
turi, dupa cum urmeaza: o placheta (4) de siliciu mono-
cristalin de tip P, un strat (3) de bioxid de siliciu de 5 nm
grosime, un strat (2) de SrTiO; de 25 nm grosime, siun
strat (1) de SrRuO; de 25 nm grosime, care produc o
tensiune electromotoare de contact, cu functie de
deplasare a sarcinilor electrice generate prin efect
fotovoltaic Tntr-un puls electric cu timp de réaspuns mic.
Placheta de siliciu si stratul de SrRuQ, joaca si rolul de
electrozi.
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Detector de infrarosu cu vitezad de raspuns crescuta

Descrierea inventiei

Inventia se referd la un detector de infrarosu cu vitezd de raspuns crescutd
si care poate fi folosit la imagistica in infrarosu apropiat de inaltd rezolutie
temporala sau in detectia surselor de infrarosu apropiat cu viteze mari de variatie
a intensitatii.

Sunt cunoscute detectoare de infrarosu din materiale piezoelectrice, feroelec-
trice sau siliciu. Aceste detectoare prezintd dezavantajul cé viteza lor de raspuns
este limitatd la milisecunde.

Problema tehnicd pe care o rezolva inventia consta in viteza mare de raspuns
a detectorului.

Detectorul de infrarosu cu vitezd de rdspuns crescutd conform inventiei
elimind dezavantajul solutiilor cunoscute prin aceea ci este constituit dintr-o
succesiune de straturi subtiri care prin tensiunile electrice de interfatd pe care
le creeazd determind un raspuns foarte rapid la variatia intensit#itii radiatiei
infrarosii incidente.

Inventia prezintd urmitorul avantaj: coboarid timpul limitd de raspuns a
detectorului de la milisecunde la zeci de microsecunde.

Se prezintd in continuare un exemplu de realizare a inventiei in legiturd cu
fig. 1si2:

fig. 1: vedere in sectiune a detectorului de infrarosu cu vitezi de rdspuns
crescuta.

fig. 2: rdspunsul detectorului de infrarosu cu vitezd de rdspuns crescuti la
iradierea cu radiatie laser cu lungimea de undd A= 808 nm modulati in pulsuri
pétrate cu frecventd variabila, comparat cu rdspunsul in aceleasi conditii al unei
fotodiode de siliciu.

Detectorul de infrarosu cu viteza de raspuns crescutd conform inventiei este
compus dintr-o succesiune de straturi, dupd cum urmeaza:

- o plachetd de siliciu monocristalin de tip P cu o grosime de 200 ym
- un strat de bioxid de siliciu (SiO2) de 5 nm grosime .

- un strat de titanat de strontiu alias STO (SrTiO3) de 25 nm gosime
- un strat de rutenat de strontiu alias SRO(SrRuQOj3)de grosime 25 nm

Placheta de siliciu joaca rolul de ambaza pentru restul structurii si de aseme-
nea, rolul de electrod de spate. Pe fata superioara a siliciului acoperitd spontan
cu bioxid de siliciu prin oxidare in atmosfera camerei, se depune stratul de STO
prin tehnica de MBE (alias "Molecular Beam Epitaxy’). Intre stratul de STO si
placheta de siliciu acoperitd cu bioxid de siliciu apare o tensiune electromotoare
de contact.

Intocmit Director General INCDFM
Tuga Alin dr. Ionut Enculescu
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Peste stratul de STO se depune stratul de SRO prin tehnica de PLD (alias
"Pulse Laser Deposition’). Acest strat joaca rolul de electrod superior transpar-
ent. La iluminarea prin fata superioara a detectorului de infrarosu cu viteza de
raspuns crescuta cu radiatie din infrarosul apropiat, aceasta radiatie traverseazi
straturile de SRO, STO si bioxid de siliciu,si odata ajunsa in siliciu, prin efect
fotovoltaic genereaza sarcini electrice care sunt puse in miscare de tensiunea
electromotoare de la interfata cu stratul de STO, sub forma unui puls electric
foarte rapid. Aceast fenomen determina timpul de raspuns scurt al detectorului

de infrarosu cu vitezad de raspuns crescutd, pus in evidentd de méisuratorile din
fig. 2.

Intocmit Director General INCDFM
Tuga Alin dr. Tonut Enculescu
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Revendicari

Detector de infrarosu cu vitezi de rispuns crescutd avind in componenti o
plachetd de siliciu monocristalin de tip P (4) peste care este depus un strat de
SrTiO3 de 25 nm grosime (1), si un strat de StTRuO3 de 25 nm grosime (2), care
produc o tensiune electromotoare de contact cu functia de deplasare a sarcinilor

electrice generate prin efect fotovoltaic intr-un puls electric cu timp de raspuns
mic.

Intocmit Director General INCDFM
Tuga Alin dr. Ionut Enculescu
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